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of 0.94 mB. Long holes with narrow dianeters yiel ding hig acoustlc mass
are gene®al | y1 ner@eeqerwp nramusersterwq:ormqﬁ wr ﬁ@ﬂecqm t?fc%r ?‘GFF '"?;
| ar- St I fFlﬁg :s 1‘n|n \n &yﬁ #d&metr zeddi
180d| rs a |o mﬁétﬁnﬂéﬁﬂeg nEélo laﬁlnlﬂﬁt&fgldkt af Or
producr Ng ReAK ﬁ;r fr aap mensigrel | dishiagmsbeind defined as a
desi rablas uaprfra’gmnrtdmmrpaaéasm hfitne tdtatestlftnesr,@pro ided by @@n@ﬂmﬂﬁfﬂma"d/ﬂc?lﬁ% h
not™ il l ust V%'wmﬁwst(ﬁes% CP'I'“ Gmsﬁ 0031"1”0\*Pe¢ﬁ9é|°§s“136rhﬁ'le $fr"$ h;r;he
qigst 0 ew t 1S

cavities aPEctaces ’I:Eﬁ:lel rg‘t | ofﬁ#'%s

or by clangf@:tﬁvndg@ , AN Wi Rse, D B s C,
I S not needed, Théege rd’ﬁ%ﬂ'b ch ’IM&hdribtdﬂz@ |n Etafmgéﬁaclb@bdﬂrednltwhctrbbsms tohe
cavity, 30ijs lessrthads.0 mictansiwhen ng db dlas it wppiBd to tetelectaglenn ext ensi on of front
50 cavity, 1% Taﬂaevtcnecm'tsstmcemst ghasacterizedrip that theyrea el tfte digphiap (d} i lise Wah?

t hrough th@nhtp lTﬁ ge rcg‘%c o?é) fl to la ib | %hiﬁ%qg%tﬂﬁ matthe Qarrsal?cter rsta%tegelwbﬁéfate with a
ext ensi 03, 33Qias ga'éss 1 A acoustic cavity is forned
entirely W thg fhné andiem:&a.a lt&f:lﬁlin £ harbdtérized inlthat aiftydyeartin imagiticatiort fagtopatr the
are needed obtputfrespamdens tiecoansducer i gteatec tamecedueite. —A0 MBr t her advant age i s

t hat el ect ri c@lThe devicgaccarding @é'%de""@@“ﬂ‘?@d r'ﬁ‘B‘r“d Hagies. b;FevtF'r‘B'cﬁ'B"r\'dE cing4? &nd
35, from,t fed Bufger- &} of fipjes i dbecarrey patisfigs the, LIFIGISNRS * { he backpl ate | ayer. 55
In the enbodinent illustrated in Fig. 6, sound [ i ncident on the

di aphragm t hrough an acoustrgyprarogﬁ _({ eda,i gha} front cavity, 13.
Her €y however, the sound port is foried e carr substrate, 31, so
that the mcrophone I s agai n nount ed vmth t he backplate side-up permtting
wi re borfli ng. Additionatl y, an encl ogur &X He?ar, 36, is provided
surrounding the entire seniconductor m crohone. This nenber can be made of
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nmenber can be grounded, for exanple, by bonding to grounded pad, 37, forned
on the carrier substrate. Thus, EM shi¥kdEing is $fovided with a m ni num of
pi ece-parts. It will be appreciated that trle I nventive features di scussed
herein c#ul d also apply to a pressure gNad-rBﬁnt type m crophone where sound
is allowed to strlke both si des of t he di ragm t hus effectlng a 65

noi se-cancel.i ng, anh %I 1gonse pr.pduce, sy p e |f

where e mrmmum e e nifi ton ac IS the ghes! ral re ncy of tgg
4 and 5, a;secOndfibedd guga‘i B s 0L &R bre r«qy@'f ot Be dicALER. A1Ts
carrier gsulghpiad GavelSd, the\Rir li€ tHeNgabNR dmr&er ngUskl, &tiednd e lrgmusaafact.on
smal | seconrskacigtet @it esubiod. hds b aemdeuhlawg:hw\emﬂheslumedmﬂeeme dg$rec dn biasig

case, the serpiiedithsietie AoF at heOdreaapm Hcpmd |§§°fatbeesm of thevilaid arglys ifpthe area of

appr eci at ed'@Ppragm. ”E’Hb'ﬁ C'S,'HCR? gy g@ n a.m.crophone,
TS b T
el ectroacoustic transducers utilizing a capac ose capacrtance varies
in accordance with a vibrating diaphragm, mhether an acoustic signal is
converted to an electrical signal or V|ce versa. For exanple, a |oudspeaker
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(14) due-to the. varying deflectlon of the eF&ctrode (15) attached 10
t hereto. An agé)ﬁ%t%c out put ﬂf}:ﬁ wogr?el therefg%e be gsééatdff{e? ‘ the
whi chever wa E'Qy[' :
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PO . 1. A capacitive transducer device formed within a sem conductor
substrate conprising a pair of electrodes, a diaphragm and a perforated
retal | i ¢ menbr.ane, respectively, connected to one of the el ectrodes,

defi.ning a cavity between the di aphragry ¢4g gg3 nenbrane, characterized II'(F—F)
i hay the diaphragmis an essentially non-tensioned di aphragm (14) which -
-':_| brates in resgofteaierice anording it cldim gehbaradtbriz3l th tAat AHadhibkneds! of tha 2PIkxfal layer (12) is in
r equenci es, taﬁra@geéﬁtrr'@rpm non t ensi oned di aphragm bei ng defined as a 2?

fi aphragm in ( o ess o " 3° apy ?frtee £laims | 1-85 chardctedizag in Shap thevtbdiceffeltive titnened .
bendi ng sti4 f,r‘,t,gg@ av 553 1 Q!dg o%%g:“f H'§a'Pi’ﬁ'"gmﬂe&bﬁ‘ﬁr‘?@?ﬁgs%c'md with a
fontinuous arr ayo.ahe 98w e actth 'ﬁgst hfya if 'EHaPHQQpr%Q%r Ifé:rf[ﬂ? is ft{r ed over a

-I ectrodes (18 adEdastehem:m/ttia)su(:shBt)e wrt;drhehaarg Righe? QY SUrity EbnBentra Df the
Entire area oeP el ectrode Whl ch i's co-extensive with the di aphragm

14), wherg r&%e 3 c‘t: Yé’éc'P'ﬁ'sﬂ'H@ caim iz¢dsin ghat {he device dthperompeises t £
fillimeter a t;, ﬁ‘;ﬂone %“dt'ﬁ%[r?”&%?feteﬁﬁlé‘?e@m theipphragm -
. The devi cehaﬁgqredrana:uwf EZ '8%” oA {41827 WRESCIPELPH hich also
bet ween the el ectrodes (15. 19 |s Iess t .0 microns when no dc bias is
bupplied to the electrodes, 3. The device accordr ng to claiml1,

“har act er i ZeFoioAtapsesiche he area of the di aphr agm (14) is |ess than 8 me. 4.

Fhe device accoy g, itivdt Wd pt(f; RARnact er| d in at the transducer | s
oot ot 0 opatitoiied Wit b‘"‘t"“‘ HoRhhi %ﬁﬁ?f@t“é‘%‘ W A
ipl ts. 5. Theertender sinéOeishel leit@n Hohif ﬁtlzmisénen A iMémbrah ! u?a(i’3 e edd e Zt n, dadurch
fynam c medyn B?Heeeaetctmt fda@ die Mewbrat hige iivgeittlichers piotit Gesparintd Mmbrk dédQﬁJ athhéngig
i eat er th an %pgap 3a|(9erd‘g\- ugd/oden Uitrdsshidiitrequaneo schiwingt, WObeu‘, ifé ifM wlesentlichen
§ ar"éct eri ze "e Me:";?f%’lrj °é'F"9tt ('ﬁf %tg@%ﬁ A deQG‘:?;wmﬁf;g'%;
bunber ; N, ‘i,orgagg ,{@ sgifyiahtung

err vxherza BOMI&umhm)ﬂﬁHﬁérﬂblmib srzbﬁa e uth o %@Ef%@d s(wL %Tacae
s the hi ghegerrenaeh Blnktfode Goeedecit, wdichie Bizh |p§vpnet ztsmegwetnbtaﬁ (1 ﬁer&trealasumd Ja@ ie Dichte
lerr] is the ?f%t%?edl'" Pardtwwne erigsteps 69 i Q}raartatnolnmerér tidtvégtclina by DgrEeAmesker idbr

thhe 60 d e ge“ is th tical d

Ie\?el , Xalrragl t1be|{?%&§lﬁr ¥ &Ws s tel%gﬁr; a g:’e ?ﬁg é\gjé%?;nn ear;rl It%:% dnglelgrogeﬁte
Q'Fd
r or t

gverage di stancaevsbﬁdtlmeﬁtih Art%ﬁru £Ghd k kTg:Ie:’;r:ts
uppl ied themefdetrdgerr] is a factor relati ng X and er ?
f the hol d ar. r‘%géa"‘#eﬁ gaohhansgrughy 1 fdagiir Igela mqercmd dadr er| mltSetﬁeh%lﬂaﬁﬁrﬁbdﬁhtﬁ@t

dynani g ekt vop We'F in to cla
y g@ﬁﬁ" ruch1 %% %er%{m wp rdylng;glfcgp |Up9rgor'@595faktor der

har acteri zedusb
dpi t axi al | ayers. &hﬁdler friaé pﬂ&lﬁ’f dbdlB rigdichRdt, dhs A Rd UG! Aol

rafe
(ro). 7 0did 888! Bdemhehedeavdecem&c:ﬁmg derngng‘eadealsikuanu gegncfbaﬁgic teri Ze%-tazaz T
hat the thickness of the epitaxial Iayer (12) is |n the range 1-5 mcrons.
= The deV ce accor di ng to any_of 't he er| zed in that the
bt al effective | unped. pararre‘?er"é’t"?gffr?e's =D Jthé A h agm due to
c@m cal bendi ng nonent and tension, associated With-a 5 |inearl y
:jter ge deflection, is less than 5500 n‘ux@hgﬂhe devi ce according to
cf-aim7, @haracterized in that the epi axmer (12) is forned over a
sprface layer (11) in the substrate which has a hi gher |rrpur|ty
cpncentration than the bulk ofg t he, n(ubatz gt_aeté \)ZThe ¥i ce according to
ahy of claims 1-10, characterlze(d 8he& UBVi C ther conprises: a
1: front &oustic cavity (13) defi ned by a portion of the sem conduct or

bstrate adjacent to the diaphragm and & +®mar acoustic cavity (30)

a@j acent to one of the electrodes and defined byuad menber (36) which al so
shi el ds the transducer from el ectromagnetN €—tnterference. 15
Pat ent ansps uche 1. Kapazitiver Wndler, der "nner hal b ei nes
Hal bl ei t er suipbeir Ridsr ginbndl dediinichte, dyﬁdrﬁrsdﬂé UBEPhEHLR er Menbran
und einer p Wf?%‘ﬁﬁtfeﬁmmaﬁlgmbcheldleBK:eisﬁlauenir a%éf’igﬁi'&b%r dgfg' eﬁ‘,g.}%tf g%
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25 Ho'hl‘rau_m'( 18) fuhrende Locher (20) aufweist und die Anordnung im -
wesent i chen di & gesant e Fl.ache derjeni gen El ektrode oberdeckt, welche sich
paral | el zu der Menbran' (14) .erstreckt, und daB di.e Dichte der Locher in ~
der. Anor dnung weni gstens 50 pro Quadr atm | 1] rret er betragt und der (?§
nesser der’ Locher kl el ner als 10 ter ist. 2. Wandl er nach o/

Anspruch 1. dag E neqzel gaR d% rc and nZV\g sch%gB gle gesame‘lﬁ}"{sgmdéan
30 (15 19) \lﬁ tl %éaﬁ @gjﬂ k@é £r ré%% FL ei %s mecha ch Bie emqh
& ei chvor S P amérd) BnePid ela rQﬁ Iet‘e?kble ung Mg

1, dadurch gekemnaaidehnﬁx Angadhch, wﬁbagb&mharcmhda B 3i8 epi sckd sunwaalaaf Bne.

m"riz betrag$. Obeﬁlacmmoet (Npoh Shostpt gelilddt, istd didueinh h%keenwpmngéknmmra@larBaErda*

Mt ei ner G@?sé'ﬁ eﬂ?ﬁ@ ts\Retschen den El ektr den von we
ar be t en kang,, et @ e S{gﬁﬁ" ﬁawﬁiw:gggéggzﬁrm&
GaB der dynaggize LK icdiah o T CE S Thdn ReT
al s oder gbeuwth eig HautdiB(SB)Sﬁeblkﬁt wWara &iBerd@n der\Wadtiidd @Bgeh, elellfnshtighdtische Stérunger

gekennzei chnaisehigaS der Radi us r, der Mttenabstand 2 | urd di e Anzahl N
der locher in der Anor.dnung den f ol genden Bezi ehungen genugt: [err] 50 55
wobei D der ‘@ rvvunschte dynam sche Uber hohungsfaktor, w die groBte
Krei sfreqygnz des z ubert ragenden Ei ngangssignals, w, die Kreisfrequenz
der Ei genschwi ngunGisgesitit MRRGAUGEUr dapaciie forfke ABsUIOSUbSa: sétfiorkilidtdur.] dBmpRakdt uniC
der Kkriti scheriPargcuodyswae tmemirade et Une Kamecmétaliie peti@éhremegtvemem cbrmectées a I'une
W r kungsr adi 88 élegiodge rdeﬁ'ﬂ'qsentenecammana meybeanp ehla (g, ErasiériséRicr apele membrane

Anl I egen o reqguyences 8 10 %r%’tnor ﬁﬁ ( I bstrH?de tFHnans enggﬂj
‘*Eaﬁ‘*”””%”“ ey "“ifm AT 1 o gment b e i

set; Zen der ,% " Ia

I\/Errbr an und rafjesrade fl6Q6R, fet 81 &du &ﬂfste § fhoyehs &séégs h@ﬁ ué acimrMﬁtﬂ:a dcoé‘sh qud.(17(.
Wandl er nac h19Nqsupcmreuﬁent dadésmhc@ahemmtsamm(zm taBrsahit @ uhdodds réipatrddes! {19 pave
ei-nkristall |?R9°@%1 éﬁ(‘?l'%@ﬂ@éSIﬂhl@h 4 24copvsant pehtiguemefit uepta@b@pfllefacwe dsj gette

Hal bl ei t eSufi§tP %ﬁmﬁﬂ b'la%et“‘” lafansite d StFP&&Ha 5 Ffa'?datlgtﬂ’ﬂ‘tsé?\
IS e A1y
cokenmzer il e S g LR o1
von 1 bis 5 Mks"tmkﬁ'ra Oﬂ@Fome s lors p aris¥¥dn ﬁ&i’nué‘ﬁ'@ aPplig6d¥ ad L Blectrodes.
Anspruche 1 bi 8. B didpmitit célory ék emendieativh e tearactéridé chinecegpmalatre \db Mk smbrand (14) est
konzentri é?t'efepﬁ'r"%mﬁtf@'ﬂz g?el tende Stejfigkeit der Merrbran auf grund ei nes
mechani schen vec une ﬁﬁ%gﬁégl s&ﬂ%?%e’ ’Egg QEHF &§t congu pour
mttlerer Abe@ H{‘&s Hfél e§enc .1'; Q:re u P& ndnaml
Anspruch 7, gasduédehs ggg Hiazdalt&hml:teur% Erfeuhl & q LS@ GBSChI Eh ? )5 auf
einer 5 @ber f I6i bhdismsitiii selot la(rdvEhdicanvrSu loshstérsé geba du@lart rayosi r, I'idaremehtreatréiEdneese

Dot i er ungskoh&ehier ranbesn Nadestrels saels agrenrntativtord |lesgdelgtioebst rat s hat. 11,

Mandl er nach ei nem der AnsprCche 1 bis 10, dadurch gekennze| chnet, daB der
Wandl er ferner aufweist: ei nep vog&jg Eg iusﬂ/b]ég_qi ]raum(13) der durch
ei nen Teilgpdes Hal bl ei tersubstrats n rea VeJTDr ares Bebill det wird, und

i nen hinteren akustischen Hohl raum (30) nahe ei ner der El ektroden, der 10
urch; ein Bauteil (36) gebildet wird, dagyagBergdem den Wandler gegen

gl ekt romagneti sche St orungen abschi rnﬁa aftons 15 1. Un dispositif
t_ransducteyr capacitif forme dans un substraf seni conduct eur, conpr enant
une paire d' 6l ectrodes, une nmenby el 2qung l, bt al |  que perforee
respectivement connect Ges a | Bmgrwgs-;z ecgr*g , d@fi'x'l'l)ssant ‘une cavito
entre la nenbrane et la |lane, caracteri se en) ce que |a nenbrane est une
nenbr ane %ﬁ\ns un 6tat pratiquenent sans rlgl on (14) qui vibre sous |'effet
d un signal d entree a 20 des fréquences” audi o e/ ou ul trasonores, une
menbr ane dans un etat pratiquenent sans Itlensl on etant d6finie comre une
menbrane dans | aquell e deux tiers au m)l ns «#& | a raideur totale r6sultent

de |i raideur de flexion, et en ce exi ste des nD ens de assa e dair
de com*runﬁéai‘ "6#5%&5%(2' 1’7" a”l"%‘“g%t“&%gﬂ gﬁf 'ad’é's
petits trous toDf TrefT e 1D s dorabh orbil .e? Jﬁ'ﬂf b

la cavit6 (1& yon @&ktib &ealasgoeaeete%@e tropnatestqyemme Fehrdlenlrd Te@e

de cette 25 fdigisitionb@ntiine dégiéa céud @staappliquba Anesn am:ﬁeu( lidhy X @t ;bcmr daemngmtdes
trous dangol eeomglemﬂterlemm dejtreys, ﬁmst lnsre 802 rrambmane &t in nﬁtler@ef@wm @e viscasitdidgnaginue

le di anetre feldn i nférie ronetre
? lSpOSI? ? selon la reven tlon 11 caractercfse en ce que la membrane (14) consiste en une

couche eputaxuale monocristalline (12) qui est formée sur la surface d'un substrat semiconducteur (10).
8. Le dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que I'épaisseur de la couche épitaxiaie (12)
65 est dans la plage de 1-5 micrométres. N
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}2: Le dispositif selon la revendication 1, caract6rise en ce que

I ecartement entre |les electrodes (15, 19) est infé6rieur a 3,0 mcronetres

l:or sque aucune pol arisdtion continue n'est appliquee aux el ectrodes. 3. Le

i’

idi spositif selon la revendication 1, tLd4 SeE6 en ce que laire de la (’M\
iekdbr ane (14). est 30 inf6rieure a 8 n@rﬁ&qée di spositif selon la N4

ovendi cat | on 3. L& BkARKELUSE 1R GRictiie o8 I ARRIIAL 34! oo B e 08T raiteur
fflonct i onner etieettve tuiale pe laoménsiadrie Dekparadel pah UE pdlamdiie| 16b81ise CquPes! Qlid Su MbthdrE dé Rskion
¢l ect rodes. écapiguetkitdiétat deitdnsiom|asaocibed uradéplackimeat doasidéls encinyarme @hdasd eQMmfdrRure
1 Gt o 8 e s A1 et o PO E it G 1 ot

tir ansduct elr : - . B ‘g ¢)i ept 1agnegn
a revendi cazﬁ?mﬁnae, prﬁafgqgaéggég;enbé HOSHRIAYf L unefFBfpntration pa fmpurefes siipsrieute, g pelle
dentres. 2 i, et. Uealispesitdséion Nine GididohqUéSesBRhdibRiohdS RSt itIn @B Gu'li ESmprend en
fel ations: 48itRepne ca§i atowstiqdecsan B8] détinip@ e bartiel duGubstrat Bmabiducleurcadjabents a la
dynani que i 'pgé’?\bé?'gi AR 53Yté proustiapesrridre 3a)tadjacents il Iype des Aledtrodes, etsiétiienss enachitce
di gnal d' ent PREULPHRFS Pty 18 tragiuger visg-vis Ae et iBsioge Slestismagnétigiepat ur el | e

e la nenbrane. R est le niveau d anortissenent de |'air dans |'intervalle
“air, Rc est |le niveau d anortissenent critique, X est |le rayon d'action
Hocal assoTi 6 a chaque trou, 'h, est la distance noyenne entre |es

g

Bl ectrodes |l orsque | a polarisation continue'.desir6e | eur est appliquee. X
#st un facteur liant X et 6 pour la configuration 60 geonbtrique du reseau
e trous, Aest |'aire de la nenbrane et Te est. |l e coefficient de viscosit&
ynarniqueo de |"air. 7. Le dispositif selon |a revendication 1, caracterise
n e que |a nmenbrane (14) consiste en une couche epitaxiale
ongc¢ristalline (12) qui est fornbe sur |a surface d' un substrat

em conducteur (10). 8. Le dispositif selon |a revendication 7, caracterise
n ce quey ' pai sseur de |la couche epitaxiale (12) 65 est dans ia plage de
-5 mcronetres. 9 0148893 9. Le dispositif selon |'une quel conque des
‘evendi cations 1-8, caracterise en ce que la rajdeur effective totale de |a
enbrane, exprinmee par un paranetr.e |ocalis6, qui est due au nonent de

fl exi on nﬁpanique et al'etat de tension, associee a un depl acenent

donsi d6r 6 en noyenne lineaire, est inferieure a 5 500 Nm 5 10. Le

§i spositif selon la revendication 7. caract6ris6é en ce que |a couche

gpi t axi ale (12) est formee sur une couche de surface (11) dans |e substrat
qui a une_concentration en inpuretes superieure a celle du volung princi pal
gu substr®t. 11. Le dispositif selon |'une quel conque des revendications

k- 10, caracterise en ce qu'il conprend en outre: une cavite acoustique
dvant (13) d6finie par une partie du substrat sem conducteur adjacente a la
o menbrane ; et une cavite acoustique arriere (30) adjacente a |'une des
lectrode®, et d6finie par une piece (36) qui blinde egalement |e

tf ansducteur vis-a-vis de perturbations 6l ectronmagn6tiques. 15 20 25 30 35
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